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図1.(TMTSF)2AsF6のSDW相における規格化された電気伝導度 vs.温度



















































? ? ? ?? ?
? ? ? ? ?
??




















10~5 104 10㌦ (sec)10-2
図4･E<ETでの(q.Idt)/q.vs.時間. 曲線は exp(-(dTl)β)を表す｡
特性緩和時間 Tlと指数 βはそれぞれ､ て1-3.2msecandβ-0.70
図5から特性緩和時間 (Tl)は熱活性化的に低温で長くなることがわかる｡この熱活性化
エネルギーは約14Kであり､低温でのオーミックな電気伝導度の熱活性化エネルギー17
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図6.指数 (β)の温度依存性
われる｡もしも､βがSDW鎖ごとのTlのばらつきを表す量であれば､T-0でβが 1に近づく
ことは､Tlのばらつきが無くなることを意味する｡つまり､T-0でピン止めされた SDW が
全体として一様になって電場に応答すると考えることができる｡この場合､ET<E<2ETで qo
が有限であるのはクリープ現象が起こっている可能性が高い｡これについては､今後も検証
が必要である｡
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